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【背景】MoS2 成膜において、スパッタリング

法により大面積均一成膜ができることが分か

っている[1,2]。しかし、スパッタ法で形成した

MoS2 膜には硫黄欠損が存在することがあきら

かとなっており[2]、スパッタMoS2膜上に保護

膜を形成して硫黄雰囲気で硫化アニールをす

ることで MoS2膜の硫黄補填ができ、結晶性向

上が報告されている[3]。しかし保護膜越しの硫

化では保護膜表面や MoS2膜内部に残留硫黄の

存在が懸念され、電気特性の劣化が容易に考え

られる。一方、スパッタ MoS2膜を保護膜なし

でフォーミングガス(FG)雰囲気中においてア

ニールすることにより結晶性が向上すること

が報告されている[4]。そこで本研究では、スパ

ッタ MoS2膜を保護膜越しに FG アニールする

ことによる結晶性向上を試みた。 

【方法】SiO2(400 nm)/n-Si基板を SPM洗浄後、

スパッタリング法(400℃)を用いて MoS2 膜(3 

nm)を堆積し、ex-situでの ALD法(300℃)により

Al2O3保護膜(3 nm)を堆積した。その後 FG (H2 

3% in N2)と Arガス雰囲気中それぞれにおいて

300 ~ 800℃で 1分間のアニール処理を行った。 

【結果】 Figure 1 に Raman分光法による Full 

Width Half Maximum (FWHM)のアニール温度

依存性の結果を示す。Ar、FG ともにアニール

温度を高くしていくにつれて FWHM 値が小さ

くなり、結晶性が向上していることを確認した。

これは MoS2膜中に存在する未結合の Mo およ

び S原子が結合し、結晶化したためだと考えら

れる。また、E1
2g モードの高温領域および A1g

モードの FWHM値から、Arより FG雰囲気ア

ニールにおいて結晶性の向上を確認した。 
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Figure 1 A1g and E1

2g FWHM value dependence  

on annealing temperature. 
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